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Collaboration étroite entre le LTM, le LETI et ST

groupe animee par le trio  TNT
Thierry Chevolleau (LTM)/ Nicolas Posseme (Leti @ ST)/ Thibaut David (Leti)

étudiants en these
Régis Bouyssou (BDI- ST/ICNRS) @ LTM
Julien Ducoté (CIFRE- ST/LETI/CNRS) @ LETI
Fanny Bailly (CIFRE- ST/LETI/CNRS) @ LETI en rédaction
Raphaél Gras (CIFRE- ST/LETI/ICNRS) @ ST  en rédaction
Hamed Chaabouni (CIFRE- ST/LETI/CNRS) @ ST

Intervenants ST : P. Ancey, C. Verove, A. Farcy, L.L Chapelon,..

Journées scientifiques - 2008



ssssssssssssss
uuuuuuuuu
zzzzzzzzzzzzzzz

INTERCONNEXIONS
BE

Zone
active
FE

Miniaturisation

Diminution de RC

augmentation du délai di aux interconnexions (RC)

intégration du cuivre et du SIOCH poreux
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Réalisation d’'une structure damascene (Cu/ p-SiIOCH)

&y &
Ar2

Gravure par plasma de la structure

. . Dépbt de la barriere métallique Dép6t du cuivre suivi d’'une étape
damascene dans le p-SiOCH P a P P

de polissage mécano-chimique
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Gravure de structures damascenes dans le p-SIOCH (< 50 nm pour 2010)
Controle dimensionnel défini par le masque de gravu re

Profil de gravure droit ou en l[égéerement en pente

Transfert et/ou génération de rugosité dans le SIOCH poreux

These de Julien : Profil de gravure et transfert de rugosité en utilisant deux stratégies
de masquage (TIN @ ST et organique @IBM)

Thése de Fanny : Mécanismes de la formation de rugo  sité
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Modification du p-SIOCH soumis a un plasma :

les plasmas post gravure

These de Régis : Mécanismes de modification et deve

les plasmas de gravure (chimie fluorocarbonée)

(chimie oxydante et réduct  rice)

loppement de procédeés post-

gravure (retrait des résidus et limitation de la ba  rriere métallique)

These de Hamed : Développement de procédé de restau
gravure et CMP

ration de p-SiOCH apres
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Réacteur de gravure et plaques :

Réacteur de gravure 200 et 300 mm (eMax, DPS, Flex4 5DD,...)
Plagues 200 et 300 mm provenant du LETIl et ST

Techniques d’analyses de surface :

Spectroscopie a infra rouge : FTIR, ATR, MIR
Ellipsométrie spectroscopique et porosimétrique
Technique utilisant les Rayons X: XPS, XRR
Microscope électronique a balayage (MEB)
Microscopie a force atomique 2D et 3D (AFM)
Angle de contact

Techniques de diagnostic du plasma :
Emission optique

Spectrométrie de masse
Sonde ionique
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Notre démarche:

Développer des connaissances sur les mécanismes de gravure, de
modification et de formation de rugosité

Apporter de I'expertise sur les procédés par plasma pour
I'intégration de p-SiIOCH

Proposer une amélioration des procédes et/ou de nou  veaux
procédés

The question :

guand devra étre remplaceé le SIOCH poreux par des str  uctures a cavité d’air ?

>
/ These de Raphaél

p-SiOCH < NXP
T
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Nouveau besoin : Intégration 3D

augmentation de la densité d’intégration, diminution de la

consommation de puissance ...

besoin en gravure semi-profonde du silicium : viad e2a5mmde

diametre a fort facteur de forme (>10)

These de Sébastien Avertin : Gravure par plasma de
les interconnexions 3D

vias a fort facteur de forme pour
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